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(etching rate 0. 13(〟m/min)) ,DRYエッチングの条件は塩素ガス: 3sccm,加









(d)WETエッチング(エツチャント: H2SO4 : H202:H202-10:5:200)で等方的
なエッチングを行う｡














etching rate 0.13LL m/min
d. Dry etching
(ECRIFqE)
the RFpower: 1 40W
the biasing voltage:1 40V
the gas flow rate:3sccm
etching rate 0.23 JL m/min
e.Wet etching
.⊥
H2SO4: H202 : H20=10 : 5 : 200
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